Cap. 2 - Transistor Bipolar de Jungéao (BJT)

Transistor:

Dispositivo (semicondutor) de 3 terminais, cujo principio de
operagao baseia-se no controle da corrente num dos terminais pela
tensdo aplicada nos outros dois.

Modos de Utilizac&o:
Fonte Controlada = AMPLIFICADORES
Interruptor (chave) = CIRCUITOS DIGITAIS

2.1 — Estrutura Fisica do BJT
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Estrutura mais realista do BJT (npn)
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Emissor: fortemente dopado
Base: estreita e fracamente dopada

Coletor: maior area




Modos de Operacéo:
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2.2 — Operacéo Fisica no Modo Ativo (RAD)
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» o valor de i; ndo depende do valor de vg, apenas que Vi > Vg

» mais de 95% dos elétrons emitidos s&o coletados (ic > 0.95 i;)




Relacdes importantes:

Temos que:

ic =ay

Da 12 Lei de Kirchhoff: 1, =i, +1i,

area da juncédo
A

I, =k=

W <— largura da base

V; : tenséo térmica (=25mV @ 300K)

logo: o 1
i.= i I
© l-a® l-a ’
Fazendo: ff = .
l-a
Teremos:

ic = i

i, =(f+1)i,

Comparativo entre B e a

A
L+1

(ganho de corrente em
base-comum)

ﬂ o
l-a
(ganho de corrente em
emissor-comum)

0,9 9
0,95 19
0,99 99
0,998 499

» Valores tipicos: 20 <3 <500

(0,952 < o < 0,998)

» Transistores iguais podem ter B ligeiramente diferentes




Simbolo e Modelos Equivalentes
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Exemplo:

O transistor da figura abaixo tem =100 e exibe uma tensdo vy de 0,7V com
ic=1 mA. Projete o circuito para que uma corrente de 2 mA flua através do
coletor e que uma tensdo de + 5V apareca no terminal do coletor.

+15V




Solucédo

tem-se.
V=45V = Vpe=15-5=10V
I.=2mA = R.=Vp./2mA=5kQ

como: Vpp=0,7V paral.=1mA
Vyp para I =2 mA ¢ dado por:

VBE = 0,7 + VT ln(fj = 0,717 V

como: Vy=0=V,=-0,717V
(=100 = a=100/101)
e: Ig=1./a=2/0,99=2,02mA

assim: Rp=V;—(=15))/1;=7,07 kQ
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Representacao grafica das caracteristicas do BJT

como: (25°C)  (20°C) (15°C)
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Caracteristica de Saida - Limites de Operacao




Efeito Early (dependéncia de i, da tens&o coletor-emissor)

/\>

I
Resisténcia de saida do coletor:
. 8\)% . V
o
lC Vpp=cte ] C
¢
r,=inclinagdo
= = -t i =
-VA 0 Vg
deplecgado
w / p!
W
E Q C
n n
§ | VCET | deplecao 0

Wi

i, T




